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	개요
	-  동사는 MEMS 기술 기반의 프로브 카드를 양산하기 위한 Fab을 구축 및 운영하고 있음.
	-  프로브 카드 뿐만 아니라, 차량용, 의료용 등의 MEMS 제품 양산을 위한 설비 및 노하우를 확보하고 있음.
	-  동사는 다년간의 MEMS 기술개발 경험을 보유하고 있음. 이를 토대로 연구개발을 통해 독자적인 기술을 확보하였으며, 지속적인 연구개발을 통해 프로브 카드 사업의 포트폴리오를 다각화할 계획임.
	-  동사는 MEMS 기술 기반의 프로브 팁의 형상과 소재 개발 기술, 박막기술, 고속 회로 설계 및 신호 제어 기술, 초정밀 정렬 기술 등을 갖추고 있음.
	-  3원계 도금 기술을 통해 1.2GPa 이상의 높은 항복강도를 제공함.
	-  2D 프로브 제조 방식을 채택하고 있음. 이 방식은 MEMS 기술을 활용하여 제작된 프로브 핀을 기판에 정밀하게 본딩(bonding)하는 과정으로, 미세하고 정밀한 프로브 핀을 웨이퍼에 조립할 수 있음.
	-  1.2A의 높은 허용전류를 지원하여 전기적으로 안정된 프로브 카드를 생산하고 있음. 경쟁사는 허용전류가 1.0A 정도임.
	-  동사는 CS팀을 구성하여 고객사 Line 내에 상주하고 있음. 이상이 발생한 제품을 실시간으로 해결하기 위해, 고객사 현장에서 즉시 수리 서비스를 제공하고 있음.
	-  고객의 Needs를 빠르게 파악할 수 있고 출하된 제품들의 기록 관리도 공유하여 고객사에서 수리 요청 시 빠르게 대응할 수 있는 관리 시스템을 갖추고 있음.
	-  동사는 고객사인 SK하이닉스(주)로부터 NAND Flash용 프로브 카드 제품의 품질을 인정받았음. 이에, 2023년 기준 SK하이닉스(주) 발주량의 약 38.1%의 점유율(동사 분기보고서(2024.05.) 기준)을 확보하며, 시장에서의 경쟁력을 갖추고 있음.
	-  프로브를 수직으로 웨이퍼에 고정시키는 방식을 사용함. 프로브는 일반적으로 프로브 카드의 블록에 고정되어 있으며, 웨이퍼와 수직 방향으로 접촉하여 테스트를 수행함.
	-  주로 고밀도 및 고성능 웨이퍼 테스트에 사용됨. 고밀도 프로브 배열을 구현할 수 있어, 작은 핀 간격을 가진 고해상도 웨이퍼의 테스트에 효과적임.
	-  텅스텐 등의 강한 재료로 만들어진 바늘을 직접 웨이퍼에 고정시키는 방식을 사용함. 이 바늘들은 캔틸레버 구조를 갖추어 웨이퍼 표면에 접촉하여 테스트를 수행함.
	-  웨이퍼 표면에 직접 접촉하는 구조로, 미세한 공간에서 테스트와 접촉이 요구되는 경우에 주로 사용됨. 예를 들어, 미세한 패드나 접점의 테스트에 적합함.
	-  MEMS 공정을 이용하여 제작된 프로브 팁을 갖춘 프로브 카드임. MEMS 공정을 통해 나노미터 크기의 정밀한 구조를 형성할 수 있어, 고정밀 테스트에 적합함.
	-  MEMS 기술을 활용하여 제작된 프로브 팁은 높은 정밀도와 신뢰성을 제공함. 낮은 접촉 저항과 높은 신뢰성을 요구하는 고급 웨이퍼 테스트에 사용됨.
	-  3원계 도금 항복강도 1.2GPa 이상
	-  2D 프로브 제조 방식
	-  미세 Pitch 대응 기술
	-  허용전류 1.2A
	-  다층 1.5A



